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КIНЕТИКА ВИПРОМIНЮВАННЯ
ГАЗОРОЗРЯДНОЇ HgBr ЕКСИЛАМПИУДК 621.387

Запропоновано кiнетичну модель робочого середовища газорозрядної ексилампи на пере-
ходi B–X ексимерних молекул бромiду ртутi HgBr. Модель пояснює немонотонну за-
лежнiсть iнтенсивностi випромiнювання ексилампи вiд парцiального тиску молекул
дiбромiду ртутi прилипанням електронiв до цих молекул. Встановлено, що в зiткне-
ннях з високоенергетичними електронами молекули HgBr(X) переходять у збуджений
стан HgBr(В), завдяки чому характеристики ексилампи покращуються.

К люч о в i с л о в а: ексилампа, газорозрядна плазма, кiнетика, ексимерне випромiнюва-
ння, галогенiди ртутi.

Ексимернi лампи (ексилампи) – джерела випромi-
нювання в УФ та видимому дiапазонах, дослiджу-
ються протягом трьох останнiх десятилiть [1–13].
Для створення робочого середовища в ексилампах
використовують газовi розряди, подiбнi до розря-
дiв ексимерних лазерiв [1]. Однак, на вiдмiну вiд
лазерiв, бiльш дешевi ексилампи дають полiхрома-
тичне випромiнювання, призначене для освiтлен-
ня великих площ i об’ємiв. У порiвняннi iз зви-
чайними лампами, ексилампи мають бiльш високу
спектральну густину потужностi випромiнювання,
бiльш нiж 80 % загальної потужностi випромiнює-
ться у вузькiй смузi шириною вiд 2 до 5 нм. Завдя-
ки цим перевагам, ексилампи широко застосовую-
ться у сучасних фотофiзицi, фотохiмiї та фотобiо-
логiї [3–5].

Для видимого дiапазону перспективнi ексилам-
пи на моногалогенiдах ртутi. Випромiнювання в
них вiдбувається на електронно-коливальних пе-
реходах ексимерних молекул HgBr* (𝜆 = 502 нм)
або/та HgCl* (𝜆 = 557 нм). Збудження робочої су-
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мiшi HgX2 – M, де X = Br, Cl, M = Ne, He, або Xe,
здiйснюється за допомогою iмпульсно-перiодичних
розрядiв.

Типовi кiнетичнi моделi [6, 9, 10, 13], що врахо-
вують кiнетику плазми газового розряду, дисоцi-
ативне збудження молекул HgX2, дезактивацiю i
випромiнювання молекул HgX(B), не можуть по-
яснити експериментальну залежнiсть енергiї ви-
промiнювання HgX(B) вiд парцiального тиску
HgX2. У дослiдах пiд час збiльшення тиску па-
ри HgBr2, 𝑃HgX2

, вiд десятих частин до 0,5–1 кПа,
iнтенсивнiсть випромiнювання 𝐼 зростала на по-
рядок величини. За подальшого збiльшення 𝑃HgX2

до 1,5 кПа 𝐼 зменшувалася приблизно удвiчi [6, 8].
Проте звичайнi теоретичнi моделi передбачають,
що зi збiльшенням 𝑃HgX2

монотонно зростає як
темп утворення молекул HgX*, так i ефективнiсть
ексилампи.

Наша робота вiдрiзняється вiд попереднiх 1) об-
численням коефiцiєнта втрат електронiв, який ха-
рактеризує зменшення ефективностi ексилампи,
спричинене прилипанням електронiв до HgX2, i
2) урахуванням збудження електронних станiв
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HgX(B) внаслiдок зiткнення молекул HgX(X) з
електронами плазми газового розряду. Розрахунки
проведено без використання пiдгiнних параметрiв.
Передбачення теорiї добре, як якiсно, так i кiлькi-
сно, узгоджуються з вимiряними залежностями 𝐼
вiд парцiального тиску HgX2.

1. Кiнетична модель плазми ексилампи

У запропонованiй кiнетичнiй моделi ми розглядає-
мо плазму газового розряду в сумiшi HgBr2–Ne як
сукупнiсть двох пiдсистем. Одна пiдсистема – це
сукупнiсть вiльних електронiв, iнша – сукупнiсть
важких частинок: молекул, атомiв, iонiв. Рiвнова-
га в цих системах встановлюється за рiзнi хара-
ктернi часи. Найбiльш швидка релаксацiя в пiдси-
стемi електронiв. Ми припускаємо, що в нiй за час,
набагато менший за час розряду, встановлюється
максвеллiвський розподiл електронiв за швидко-
стями з температурою 𝑇𝑒. Якщо 𝑇𝑒, а також часова
залежнiсть концентрацiї електронiв 𝑛(𝑡) – вiдомi,
то з рiвнянь фiзико-хiмiчної кiнетики можна обчи-
слити концентрацiї важких частинок i потужнiсть
випромiнювання молекул HgX(B).

Концентрацiю електронiв 𝑛(𝑡) можна визначи-
ти, використовуючи данi експериментiв, у яких ви-
мiрюється густина струму 𝑗(𝑡) в газовому розря-
дi. Однак, необхiдно зазначити, що вимiрювання
𝑗(𝑡) не може зареєструвати кiлькостi всiх електро-
нiв, що утворюються в електричному розрядi. Це
зв’язано з тим, що частина створених електронiв
прилипає до електронегативних молекул, у нашо-
му випадку – HgX2:

𝑒+HgX2 + (M)
𝑘𝑎−→ HgX−

2 + (M). (1)

Оскiльки реакцiя (1) виводить електрони з лан-
цюжка процесiв, що приводять до створення мо-
лекул HgX(B), ефективнiсть джерела свiтла в ре-
зультатi (1) зменшується. Це зменшення вивчено
за допомогою обчислення коефiцiєнта втрат еле-
ктронiв, уперше введеного в данiй роботi.

У запропонованiй кiнетичнiй моделi обчислен-
ня проводяться у два етапи. На першому етапi по-
стулюється вигляд сумарної швидкостi 𝑅(𝑡) утво-
рення електронiв провiдностi в газовому розрядi.
Використовуючи задану 𝑅(𝑡), концентрацiя еле-
ктронiв 𝑛(𝑡) обчислюється аналiтично, за допо-
могою операцiйного методу. Знайдена залежнiсть
𝑛(𝑡) дозволяє перевiрити припущення про вигляд

𝑅(𝑡), оскiльки стає вiдомою густина струму 𝑗(𝑡) =
= 𝑒 𝑣 𝑛(𝑡) – величина, що вимiрюється в експери-
ментах, тут 𝑒 – заряд електрона, 𝑣 – швидкiсть
дрейфу електронiв. На другому етапi визначена
𝑛(𝑡) використовується пiд час числового розв’яз-
ку системи кiнетичних рiвнянь для концентрацiй
важких частинок. Числовi обчислення дають 𝐼(𝑡) –
iнтенсивнiсть випромiнювання HgX(B). Часова за-
лежнiсть 𝐼(𝑡) також вiдома з дослiдiв. Таким чи-
ном, порiвняння розрахункових i експерименталь-
них залежностей 𝑗(𝑡) та 𝐼(𝑡) дозволяє перевiри-
ти запропоновану кiнетичну модель. У рамках та-
кого пiдходу вдається пояснити низку особливо-
стей електричних розрядiв у сумiшах iнертних га-
зiв з HgX2. Зокрема, передбачено немонотонну за-
лежнiсть енергiї випромiнювання

∫︀
𝐼(𝑡) 𝑑𝑡 вiд кон-

центрацiї HgX2.

2. Коефiцiєнт втрат електронiв

Нехай швидкiсть утворення електронiв 𝑅(𝑡) i кон-
центрацiя 𝑛(𝑡) зв’язанi кiнетичним рiвнянням:

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑅(𝑡)− 𝑟𝑎 𝑛. (2)

У цьому рiвняннi видiлено швидкiсть прилипання
електронiв до електронегативних молекул HgX2 в
реакцiї (1): 𝑟𝑎 ≡ 𝑘𝑎 [HgX2], де 𝑘𝑎 – константа швид-
костi прилипання електронiв, [HgX2] – концентра-
цiя молекул HgX2.

Введемо величину 𝑛0(𝑡) =
∫︀ 𝑡

0
𝑅(𝑠) d𝑠 – кiлькiсть

електронiв, утворених в одиничному об’ємi, i запи-
шемо рiвняння (2) в такому виглядi:

𝑛(𝑡) + 𝑟𝑎

𝑡∫︁
0

𝑛(𝑠) 𝑑𝑠 = 𝑛0(𝑡). (3)

Розв’язок рiвняння (3) можна знайти операцiйним
методом. Нехай пряме перетворення Лапласа вiд
𝑛0(𝑡) дає 𝑁0(𝑝). Тодi з (3) знайдемо зображення
𝑛(𝑡):

𝑁(𝑝) =
𝑝

𝑝+ 𝑟𝑎
𝑁0(𝑝). (4)

З формули (4) можна визначити функцiю-оригi-
нал 𝑛(𝑡) для довiльної 𝑛0(𝑡).
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Рис. 1. Концентрацiї електронiв, що утворилися i залиши-
лися у розрядi: кривi 𝑛0 та 𝑛, визначенi за допомогою рiв-
нянь (5) i (6), вiдповiдно, 𝑡0 = 30 нс, 𝑧 = 1 (а), коефiцiєнт
втрат електронiв 𝜂 як функцiя параметра 𝑧. Точки вказу-
ють значення 𝜂(𝑧), знайденi пiд час розрахункiв, наведених
на рис. 2 (b)

Розрахунковi залежностi 𝑛(𝑡) добре узгоджую-
ться з експериментальними, якщо взяти

𝑛0 = 𝑛m

{︃0, 𝑡 < 0,

2 exp

(︂
− 𝑡−𝑡0

𝜏

)︂
− exp

(︂
− 2

𝑡−𝑡0
𝜏

)︂
, 𝑡 > 0, (5)

де 𝜏 ≡ 𝑡0/ ln 2. У цьому випадку отримуємо

𝑛 = 4𝑛m max
[︁
0;

exp
(︀
− 𝑡

𝜏

)︀
(1− 𝑧)

−
2 exp

(︀
−2 𝑡

𝜏

)︀
(2− 𝑧)

−
𝑧 exp

(︀
−𝑧 𝑡

𝜏

)︀
(1− 𝑧)(2− 𝑧)

]︁
, (6)

де 𝑧 ≡ 𝑟𝑎 𝜏 . Графiки функцiй (5) i (6) дано на
рис. 1, a.

Рiвняння (3) дозволяє проаналiзувати, яка ча-
стина електронiв прилипає до молекул i через це
виходить з пiдсистеми легких частинок, знижую-
чи ефективнiсть ексилампи. Введемо коефiцiєнт
втрат електронiв – коефiцiєнт, що враховує зни-
ження концентрацiї електронiв внаслiдок їх при-
липання до електронегативних молекул:

𝜂 =

∞∫︁
−∞

𝑛(𝑡) 𝑑𝑡

⧸︂ ∞∫︁
−∞

𝑛0(𝑡) 𝑑𝑡. (7)

Якщо 𝜂 = 1, то процес (1) не знижує ефективностi
джерела свiтла. Якщо 𝜂 = 0, усi вiльнi електро-
ни прилипають до молекул HgX2, i перетворення
енергiї електричного розряду в свiтлову енергiю
стає неможливим.

Графiк залежностi коефiцiєнта 𝜂 вiд параметра
𝑧, знайденої для (5), наведено на рис. 1, b. Вiдпо-
вiдно до обчислень, якщо 𝑧 = 1, то ефективнiсть

ексилампи внаслiдок реакцiї (1) знижується втри-
чi. За цих умов зниження пiкової потужностi ви-
промiнювання буде не настiльки великим – вiдно-
шення максимальних 𝑛(𝑡) i 𝑛0(𝑡) дорiвнює 0,7.

3. Кiнетика важких частинок

За основу для моделювання кiнетики важких ча-
стинок у плазмi HgX2–M було взято стандартну
модель лазера на переходах HgX(B–X) [1]. Ми вра-
хували такi процеси. Процес 1.a в таблицi – це
процес створення молекул HgX(B) внаслiдок дисо-
цiацiї молекул HgX2 у зiткненнях з електронами.
Константу швидкостi дисоцiацiї 𝑘d було оцiнено,
використовуючи данi [15]. Квантовий вихiд утво-
рення молекул у станi B 2Σ+

1/2 становить 0,2–0,25
за енергiї електронiв 𝜖 =5–10 еВ. Зiткнення еле-
ктронiв з молекулами HgX2 також супроводжую-
ться утворенням молекул HgX в основному станi
(реакцiя 1.б) i iонiзацiєю (процес 2). Електронно-
збудженi молекули HgX(B) переходять в основний
стан з випромiнюванням фотона (процес 10) або
без (процес 11). Молекули HgX(X) можуть дисо-
цiювати в зiткненнях з атомами буферного газу
M (процес 6) або утворювати триатомну молеку-
лу HgX2 в зiткненнях з молекулами галогенiв X2

(процес 8). Крiм прямих реакцiй 6 i 8, ми враху-
вали зворотнi реакцiї 7 i 9. Константи швидкостi
реакцiй дисоцiацiї 6 та 13 [17]:

𝐾
(𝑑)
AX = 𝐾AX

(︂
𝑇

1000𝐾

)︂1/2
exp

(︂
−𝐷AX

𝑘B𝑇

)︂
𝐾

(𝑟)
AX, (8)

де A = Hg або X, 𝐾HgX = 0,6 · 1024 см−3, 𝐷HgX =
= 0,48 еВ [18]; 𝐾X2

= 1024 см−3, 𝐷X2
= 1,97 еВ

[18]; 𝑇 – газова температура в К.
Основними реакцiями в плазмi електричного

розряду є реакцiї 1, 10 i 11 [1, 6, 7, 9, 10, 13]. Враху-
вавши лише цi реакцiї, для iнтенсивностi випромi-
нювання 𝐼 на переходi HgX(B) → HgX(X) у квазi-
стацiонарному наближеннi знайдемо:

𝐼 =
ℎ𝜈 𝑘d 𝑛 [HgX2]

1 + 𝜏r
(︀
𝑘M[M] + 𝑘HgX2

[HgX2]
)︀ , (9)

де ℎ𝜈 – енергiя фотона. Вiдповiдно до (9), 𝐼
зi збiльшенням [HgX2] зростає, наближаючись до
сталого значення:

𝐼s =
ℎ𝜈𝑘d

𝜏r𝑘HgX2

𝑛. (10)
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Кiнетика важких частинок у плазмi HgX2–M a)

№ Процес Константа швидкостi Формула або джерело

1.a, 1.b 𝑒 + HgX2 —
⟨︀→ HgX(B) + X+ 𝑒

→ HgX(X) + X+ 𝑒

𝑘𝑑 = 2 · 10−9 см3/c
𝜅 𝑘𝑑, 𝜅 = 4

оцiнка б)

[1]
2 𝑒 + HgX2 → HgX+

2 + 2 𝑒 𝑘𝑖 = 1, 8 · 10− 9 см3/c [14, 15]
3 𝑒 + HgX2 → HgX−

2 → HgX(X) + X− 𝑘𝑎 (12)
4 𝑒 + HgX(X) → HgX(B) + 𝑒 𝑘𝑒 (11)
5 𝑒 + HgX(X) ← HgX(B) + 𝑒 𝑘𝑒 exp

(︁
𝐸B−𝐸X

𝑇𝑒

)︁
6 HgX(X) + M → Hg + X + M 𝐾

(𝑑)
HgX (8)

7 HgX(X) + M ← Hg + X + M 𝐾
(𝑟)
HgX = 10− 32 см6/c оцiнка в)

8 HgX(X) + X2 → HgX2 + X 𝑘𝑥 = 8 · 10− 11 см3/c
9 HgX(X) + X2 ← HgX2 + X 500 exp

(︀
− 13100

𝑇

)︀
𝑘𝑥 [6]

10 HgX(B) → HgX(X) + ℎ𝜈 𝜏𝑟 = 23 · 10−9 c [16]
11 HgX(B) + Q → HgX(X) + Q 𝑘Q = 2,3 · 10−10 см3/c, Q = HgX2 [16]

𝑘Q = 5 · 10− 13 см3/c,Q = Ne [16]
12 X + X + M → X2 + M 𝐾

(𝑟)
X2

= 3,5 · 10−33 см6/c

13 X + X + M ← X2 + M 𝐾
(𝑑)
X2

(8)

a) X позначає Br, J, або Cl, M–Ne або He. Числовi значення констант швидкостi наведено для сумiшi HgBr2–Ne; б) за
даними [1, 6] для 𝐸/𝑃 = 2 Всм− 1 Торр−1; в) за даними [1].

З формули (10) видно, що для пояснення до-
слiдних даних треба врахувати залежнiсть 𝑛 вiд
[HgX2]. У данiй роботi це зроблено за допомогою
обчислення коефiцiєнта (7).

Ми розширили стандартну кiнетичну модель
HgX(B–X)–лампи, врахувавши збудження ста-
ну HgX(B) у зiткненнi електрона з молекулою
HgX(X). Те, що реакцiя 4 може бути додатковим
каналом створення молекул HgX(B), було зазначе-
но в роботi [7]. Формулу для константи швидкостi
iндукованих електронами переходiв двохатомних
молекул було отримано в теоретичнiй роботi [19].
Згiдно з [19]:

𝑘𝑒 =
16

√
𝜋 |𝜇BX|2

3 𝑎 𝑝0
exp

(︂
𝐸X − 𝐸B

2 𝑘B𝑇𝑒

)︂
𝐾0

(︂
𝐸B − 𝐸X

2 𝑘B𝑇𝑒

)︂
,

(11)

де 𝑝0 = (2 𝑘B𝑇𝑒 𝑚𝑒)
1/2, 𝑘B – стала Больцмана, 𝐾0 –

модифiкована функцiя Бесселя. Для переходу мiж
станами HgBr(B) i HgBr(X) маємо 𝐸B − 𝐸X =
= 23480 см−1, 𝜇BX = 4 Д, звiдки для 𝑇𝑒 = 8 еВ зна-
ходимо константу швидкостi 𝑘𝑒 = 2,9 · 10−7 см3/c.
Константа швидкостi зворотної реакцiї бiльше в
1,4 раза.

Константу швидкостi реакцiї (1) було визначено
по формулах [20] за даними [21]:

𝑘𝑎 = 𝜎f
𝜀⋆ Δ𝜀

𝑘B𝑇𝑒

√︂
8

𝜋𝑚𝑒 𝑘B𝑇𝑒
exp

(︂
− 𝜀⋆

𝑘B𝑇𝑒

)︂
, (12)

де 𝜎f = 0,6 · 10− 17 см2, 𝜀⋆ = 3,7 еВ, Δ𝜀 = 0,5 еВ,
𝑚𝑒 – маса електрона.

4. Iнтенсивнiсть випромiнювання HgX(B)

У данiй роботi зроблено припущення про те, що
швидкiсть 𝑅(𝑡) слабко залежить вiд концентрацiї
молекул HgX2 у газовiй сумiшi. На першому етапi
було задано 𝑅(𝑡) i обчислено 𝑛(𝑡). Пiсля цього, ви-
користовуючи визначену функцiю 𝑛(𝑡), було зна-
йдено розв’язок системи рiвнянь, що визначають
часову залежнiсть концентрацiй HgX2, HgX(X),
HgX(B), X, X2, Hg i обчислено потужнiсть випро-
мiнювання HgX(B).

Обчислення було проведено для таких параме-
трiв: тиск буферного газу 𝑃 = 107 кПа, 𝑇 вiд
365 до 465 K, 𝑇𝑒 = 8 еВ, 𝑣 = 2,7 · 106 см/с,
𝑛m = 4,62 · 1013 см−3. Тиск насичених парiв HgX2

було визначено за формулою, яка iнтерполює та-
бличнi значення [22]:

lg𝑃HgX2
= −4470

𝑇
+ 11,50− 0,05

(︂
lg 𝑇 − 𝑇

40

)︂
, (13)

де 𝑃HgX2
– тиск HgX2 в Торр (133,3 Па), 𝑇 – тем-

пература в К.
Систему кiнетичних рiвнянь для концентрацiй

було розв’язано чисельно методом Гiра. Результа-
ти обчислень наведено на рис. 2. Цей рисунок по-
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Рис. 2. Iмпульси струму (а) та iнтенсивностi випромiнювання (b), знайденi для рiзних тискiв HgBr2, i iнтенсивнiсть
випромiнювання, як функцiя тиску HgBr2 (с). Точки на рис. 2, c вказують максимальнi значення iнтенсивностей для
кривих на рис. 2, b. Пунктирна лiнiя – розрахунок для 𝑘𝑒 = 0
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Рис. 3. Теоретичнi значення енергiї випромiнювання екси-
лампи (суцiльна крива). Квадрати позначають експеримен-
тальнi значення iнтенсивностi випромiнювання (в умовних
одиницях) з рис. 1.19 роботи [6]. Пунктирна лiнiя – обчи-
слення без урахування реакцiй 4 i 5

рiвнює густину струму в газовому разрядi 𝑗(𝑡) i пи-
тому потужнiсть випромiнювання 𝐼(𝑡). Крiм того,
на рис. 2, с наведено пiкову потужнiсть випромi-
нювання, а на рис. 3 – енергiю випромiнювання.
Знайдена залежнiсть енергiї випромiнювання вiд
тиску насиченої пари HgX2 добре узгоджується з
експериментальними даними [6].

Запропонована кiнетична модель вiдрiзняється
вiд попереднiх урахуванням переходiв HgX(X–B),
якi виникають унаслiдок зiткнень молекул HgX з
електронами. Константи швидкостi цих переходiв
було визначено теоретично, без використання пiд-
гiнних параметрiв. Для того, щоб встановити роль
реакцiй 4 i 5, ми обчислили iнтенсивнiсть випромi-
нювання лампи, поклавши 𝑘𝑒 = 0. Результати цих
розрахункiв показано на рис. 2, с i 3 пунктирними
лiнiями. З цих рисункiв видно, що як пiкова по-
тужнiсть випромiнювання, так i енергiя випромi-

нювання лампи за 𝑘𝑒 = 0 зменшуються приблизно
у чотири рази. Не менш важливим є те, що крiм
значних кiлькiсних змiн, спостерiгаються i якiснi
змiни. А саме, залежнiсть потужностi випромiню-
вання ексилампи вiд тиску HgX2 втрачає немоно-
тоннiсть, а це суперечить дослiдним даним. Таким
чином, заселення стану HgX(B) внаслiдок зiткнень
електронiв плазми з молекулами HgX(X) суттєво
покращує iнтенсивнiсть випромiнювання ексилам-
пи. Реакцiї 4 i 5 потрiбно враховувати в кiнетичних
моделях робочого середовища ексимерних джерел
свiтла.

Реакцiя 4 дозволяє передбачити деякi неочiку-
ванi особливостi випромiнювання ексиламп на пе-
реходах HgX(B—X). Наприклад, у недавньому екс-
периментi [13] через робоче середовище ексилампи
на переходах HgBr(B—X) пропускали два iмпульси
струму з iнтервалом порядку 100 нс. Амплiтуда iм-
пульсiв струму була приблизно однаковою, однак
пiкова потужнiсть другого iмпульсу випромiнюва-
ння перевищувала пiкову потужнiсть першого iм-
пульсу бiльш нiж удвiчi. Якiсно цю особливiсть мо-
жна пояснити тим, що перед проходженням дру-
гого iмпульсу струму в робочому середовищi зали-
шалася значна кiлькiсть молекул HgBr(X), утворе-
них пiд час проходження першого iмпульсу. Вна-
слiдок зiткнень з електронами цi молекули пере-
ходили у збуджений стан, що збiльшувало iнтен-
сивнiсть випромiнювання ексилампи бiльш нiж на
100 %.

5. Висновки

Основним результатом даного дослiдження є побу-
дова кiнетичної моделi випромiнювання ексимер-
ної лампи на галогенидах ртутi. Важливим еле-
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ментом моделi є вперше введений коефiцiєнт втрат
електронiв. Цей коефiцiєнт враховує прилипання
електронiв газового розряду до електронегативних
галогеномiстких молекул. Як показано у роботi,
цей процес безпосередньо впливає на ефективнiсть
ексимерного джерела свiтла. У роботi запропоно-
вано метод аналiтичного обчислення коефiцiєнта
втрат електронiв, що спрощує оцiнку ефективностi
ексимерного джерела свiтла. За допомогою про-
понованої кiнетичної моделi було пояснено зале-
жнiсть iнтенсивностi випромiнювання ексилампи
на переходах HgBr(B→X) вiд парцiального тиску
HgBr2. Крiм того, було уперше визначено важли-
вiсть зiткнень електронiв з ексимерними молеку-
лами, що приводять до електронних переходiв мiж
HgBr(X) i HgBr(B). Результати обчислень наведе-
но для сумiшi HgBr2 з Ne. Однак, дану модель мо-
жна застосувати для розрахунку i оптимiзацiї ха-
рактеристик ексимерного джерела свiтла, що ви-
користовує iншi буфернi гази i iншi ексимернi мо-
лекули, зокрема HgCl i HgI.

Автори вдячнi О.М.Малiнiну за наданi експе-
риментальнi данi та М.Г. Зубрiлiну за обговорен-
ня результатiв роботи.
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КИНЕТИКА ИЗЛУЧЕНИЯ
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ HgBr ЕКСИЛАМПЫ

Р е з ю м е

Предложена кинетическая модель рабочей среды газора-
зрядной ексилампы на переходе B–X эксимерных молекул
бромида ртути HgBr. Модель объясняет немонотонную за-
висимость интенсивности излучения ексилампы от парци-
ального давления молекул дибромида ртути прилипанием
электронов к этим молекулам. Установлено, что в стол-
кновениях с высокоэнергетическими электронами молеку-
лы HgBr(X) переходят в возбужденное состояние HgBr(В),
благодаря чему характеристики ексилампы улучшаются.

V.V.Datsyuk, I.A. Izmailov, V.V.Naumov

EMISSION KINETICS
OF A HgBr DISCHARGE EXCILAMP

S u m m a r y

A kinetic model of the working medium of a discharge exci-

lamp on the B–X transition of mercury bromide, HgBr, ex-

cimer molecules has been proposed. The model explains the

non-monotonic dependence of the excilamp radiation intensity

on the partial pressure of mercury dibromide molecules by the

attachment of electrons to these molecules. HgBr(X) molecules

were found to transit into the HgBr(B) excited state due to

their collisions with high-energy electrons, thereby improving

the excilamp characteristics.
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